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@ Tampon de sortie a trois états, 4 étages multiples.

@ Linvention concerne ur tampon de soriie & trois états qui
délivre des signaux numériques & une ligne omnibus.

Chaque étage du tampon comporte deux transistors symétri-
ques de sortie Q2, Q3 et deux transistors de commande
individuels Q4, Q5 qui sont commandés par un circuit de
commande 14 commun & tous les étages du tampon. L'un des
transistors de sortie comporte un collecteur auxiliaire 30 en
mode inversé qui réduit V'attaque de base et la saturation afin
d‘accélérer le fonctionnement. :

Linvention s'applique notamment 3 la sortie d’un convertis-
seur analogique-numeérique.
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7 La présente invention se rapporte aux tampons
de sortie pour des composants électriques numériques
comme des convertisseurs analogiques-numérigues. Plus
particuliérement, l'invention concerne un tampon de
sortie & trois états pour communiquer avec une ligne omni-
bus 4 conducteurs multiples. .

Il existe de nombreux composants électronigues
qui doivent transférer up sion2l 3% sortie & plusieurs
bits Serunerligﬁé'omnibus a conducteurs multiples par
laquelle des signaux numériques provenant d'autres équi-
pements doivent circuler sur une base de temps partagé.
Pour répondre a cet autre trafic, il est de pratique
courante d'utiliser un tampon de sortie qui a trois états
avec le composant qui transfére des données. Dans son
"troisidme état”, un tel tampon présente 3 la ligne omni-
bus une impédance de sortie élevée de sorte que le trafic
sur la ligne provenant d'un autre éqﬁipement n'est'pas
modifié. Lorsqu'il est nécessaire que le composant délivre
un signal numérique sur la ligne omnibus, le tampon est
commuté de son troisiéme état a 1'état de domnées dans
lequel des données de sortie sont délivrées par le composant
2 la ligne omnibus sous la forme de "1 ou "0". Aprés la
fourniture des données, le tampon de sortie est ramené
a4 son état de haute impédance.

Pour l'efficacité des transmissions de données,
il importe gque le passage entre les états soit effectué
‘A grande vitesse. En général, ce résultat est obtenu en
utilisant des transistors qui ont été éptimiséé pour une
commutation rapide, comme ceux réalisés pour la logique
TTL (logique & transistor-transistor). Mais certains compo-
sants sont réalisés par des processus de circuits intégrés
qui produisent des transistors incapables de cette commu-
tation rapide. Par exemple, des procédés ont été dévelop-
pés pour produire a la fois des transistors lindaires et
des transistors en modes inversés (appelés transistors
I2L) sur la méme pastille, et selon ces procédés compatibles,
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les transistors ont, de par leur nature, des temps
d‘emmagasinage relativement longs ralentissant leur fonc-
tionnement. Ainsi, le besoin est apparu d'un tampon de
sortie & trois états qui utilisent les transistors relati-
vement lents produits par ces procédés, tout en permettant

un fonctionnement rapide dans le t;§9§££;$~éeS"abnhéesﬂveré

une ligne omnibus de i:iansmission.

Dans un mode de réalisation qui sera décrit en
détail par la suite, l'invention concerne donc un tampon
de sortie 3 trois états comportant des transistors liné-
aires courants et possédant des caractéristiques spéciales$
pour assurer une commutation rapide entre le troisiéme état
et 1'état de données. Selon un aspect de ce mode de réali-
sation, des transistors spéciaux de commande sont prévus
pour forcer de facon active les deux transistors de sortie
du tampon dans leur état blogué, produisant,ainsi une .
impédance de sortie élevée. Selon un autre aspect de ce
mode de réalisation, les transistors de commande sont
attaqués de facon active & la fois au déblocage et au blo-
cage pour améliorer leur vitesse de fonctionnement. Selon
un autre aspect encore, un collecteur auxiliaire en mode
inversé est incorporé dans 1'un des transistors de sortie
pour réduire la charge emmagasinée dans ce transistor et
pour assurer que l'autre transistor de sortie soit main-
tenu de facon positive dans 1'état blogué.

Un tampon de sortie & trois états selon 1'in-
.vention permet une commutation rapide entre le troisiéme
état, ou état de haute impédance et 1l'état de sortie de
données, dans un sens et dans l'autre. I1 n'est pas
nécessaire que le passage entre les états de domnnées de
niveau haut et de niveau bas se fasse a une vitesse élevée
car cette commutation de données se produit quand le
tampon se trouve dans le troisidme état, isolé de la
ligne omnibus.

D'autres caractéristiques et avantages de
1'invention apparaitront au cours de la description qui

va suivre.
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Sur le dessin annexé,'aonné uniqﬁement a titre
d'exemple nullement limitatif :

La figure unique représente le schéma d'un étage
dfun tampon de sortie & trois états et & étages multiples
évgé“ié”cireuit&qgg@unmde commande de tous les étages du
circuit tampon. I S '

Le circuit représenté sur la figure est unf*_—*—hﬁﬁh“
tampon de sortie 3 trois états utilisé avec un convertisseur
analogiqué—numérique tel que celui décrit dans la demande

de brevet des Etats-Unis d'Amérique n® 931.960 déposée le

8 aofit 1978 au nom de M.A. Maidique et A.P. Brokaw. Ce

type de convertisseur comporte & iarfois des transistors
linéaires en mode normal et des transistors en modes
inversés (appelés des trans;stors,IzL),qui sont formés
ensemble sur une méme pastille de circuits intégrés par

un processus linéaire compatible -I*L. Les transistors
lindaires réalisés selon ce procédé ne sont pas optimisés
pour une commutation rapide et tendent 3 avoir des temps
d'emmagasinage relativement longs ralentissant leur
fonctionnement, par exemple par rapport aux transistors
généralement fabriqués pour des circuits logiques TTL.

Un convefiisseur analogique-numérique comporte
un nombre prédéterminé de bits de sortie (par exemple 8
bits ou 12 bits) et le tampbn de sortie de ce convertisseur
comporte un étage tampon pour chaque bit de sortie. Le-
circuit représenté sur la figure cbmporte un tel étage
tampon 10 et une partie d'un second étage tampon 12 iden-
tigque pour un autre bit. Les deux étages peuvent passer au
troisidme état ou état de sortie & haute impédance par un
circuit de commande commun désigné par 14 et destiné &
produire un signal de commande de troisiéme. état sur une
ligne de commande commune 16.

L'étage tampon de sortie 10 regoit son bit de
donnée de sortie d'une ligne de/données.18 connectée au
convertisseur analogique-numérique (noﬁ—réprésenté). Cette
ligne est connectée dans le tampon & la base d'un transistor

-
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haut est appliqué par deux résistances R4, R5 aux bases
des transistors de commande respectifs, Q4, Q5. Le col-
lecteur de Q4 est connecté au collecteur de Q1 et le
collecteur de Q5 est connecté a 1l'émetteur de Q1. Quand
Q4 est débloqué, il assure l'attaque de Q2 pour abaisser
le niveau de la base de ce transistor. Simultanément, Q5
est débloqué pour abaisser la base de Q3. Ainsi,'QZ et Q3
sont bloqués de fagon active par les sorties 04 et Q5 qui
sont prioritaires sur les signaux de données de Q2 et Q3.
Une transition rapide se produit sur la 1ighe de sortie
24 d'un état de données ou l'autre (1 ou 0) & 1l'état de
haute impédance.

Quand le tampon 10 se trouve a l'état de haute
impédance, la base de Q1 peut &tre amenée au niveau haut -
ou au niveau bas sans affecter la ligne de sortie de
tampon 24, Quand la ligne de commande 16 passe au niveau
bas, Q4 et Q5 sont blogqués, libérant les bases de Q2 et
03 et ramenant le tampon en condition de sortie de données.

Si la -base de Q1 est négative quand la ligne
de commande 16 passe au niveau bas, aucune attaque n'est
appliquée 3 la base de Q3 et la jonction de R2 et R3
n'est plus maintenue au niveau bas. Etant donné que R3
est connectée & la ligne d'alimentation positive 20, la
tension & la jonction de R2 et R3 s'éléve et la base de
Q2 est amenée a atre positive. Il en résulte que la ligne
de sortie est attagquée dans le sens poOsitif pour produire
‘une sortie "1%.

Par contre, si la base de Q1 est attaquée dans
le sens positifquandﬁaligne de commande commune 16 passe
au niveau bas, l'attague de base entraine le déblocage de
01. Le courant provenant de R3, libéré par Q4 passe par
01 vers la base de Q3 qui est alors libéré par Q5. Il en
résulte gque Q3 est est débloqué et la ligne de sortie 24
indique'une sortie "0".

Comme cela ressort de facon évidente de la

description ci-dessus, au passage a 1l'état de haute impédance,
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les transistors qui doivent &tre blogués sont attaqués
de facon active & l'état bloqué. Il faut également noter
que le temps d'emmagasinage charge Q1 (qui ﬁ'a pas d'at-
taque de-blocage autre'qué le niveau logique intérieur)
n'est pas un facteur car il n'est pas nécessaire de le
bloquer pour terminer toutes les opérations de commuta-
tion en temps critique,

Une autre céractéristique importante du tampon
10 est qu'il comporte un collecteur de détection de sa-
turation pour le transistor Q3 de sortie inférieure. Ce
collecteur de détection de saturation est indiqué sur la
figure par 1l'émetteur supplémentaire 30 qui est dirigé
vers le haut. Ce colleéteurrest en effet un transistor en
mode inversé intégré avec Q3 et il est prévu pour éviter
un probléme qui pourrait autrement apparaitre 3 1'état de
sortie "0", c'est-a-dire lorsque 03 est débloqué et 02
doit étre bloqué. o , )

Le probléme résulte du fait que dans ces condi-
tions, la tension de collecteur de Q1 (qui attaque la base
de Q2) est plus positive que la base de Q3, en raison de
la tension de saturation de Q1. Si R2 n'était pas présente,
la jonction base-émetteur de Q2 pourrait &tre polarisée
dans le sens direct si la tension de collecteur de 03
était suffisamment basse sous l'effet d'une charge légére.
Par conséguent, un courant indésirablé pourrait circu-
ler dans ces conditions depuis la ligne d'alimentation
positive 20 vers larligne commune 22 par les transistors
Q2, Q3, connectés en série.

Pour éviter ce probléme, le transistor de sortie
inférieur Q3 est formé avec une région N+ supplémen-
taire 30, avec une diffusion normale d'émetteur. Cette
région se comporte comme un collecteur en mode inversé
pour certains des électrons injectds dans la base quand
la tension de collecteurs en mode normal de Q3 commence
a décroitre au-dessous de la tension de base. Ce collec-
teur 30 en mode inversé est débloqué & l'approche de la
saturation de tension de Q3 et produit un courant dans R2
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de maniére & développer aux bornes de cette résistance
une chute de tension correspondante. Cette chute de tension
réduit la tension de base de Q2 et 1'emp&che d'dtre pola-
risée dans le sens direct suffisamment pour permettre
gu'un courant substantiel circule dans les deux transis-
tors de sortie Q2 et 03.

L'utilisation du collecteur 30 en mode inversé
est supérieure & une disposition courante dans laquelle
un transistor en connexion Darlington est utilisé comme
la partie supérieure du circuit symétrique. Le circuit
Darlington présente l'inconvénient qu'il est difficile
de bloquer le transistor de sortie réelle en attaquant
la base de ce circuit Darlington en raison du g élevé et -
des fortes capacités parasites de base du composant
linéaire. Elle est également supérieure aux autres cir-
cuits qui utilisent une diode en série avec un seul
composant de sortie.

La supériorité du présent mode de réalisation
est particulidérement évidente au passage du troisiéme
état & 1l'étage de données "1". Lorsque Q5 libére la partie
inférieure de R3, il suffit que sa tension s'éléve d'en-
viron une tension base-émetteur (VBE) pour polariser Q2
dans le sens direct et transmettre la tension croissante
a2 la sortie. Dans des circuits courants, 1'attaque du
transistor symétrique supérieur doit s'dlever environ au
double avant que la sortie ne réagisse. Cette différence
est particuliérement importante dans le cas d'utilisation
des transistors linéaires dont les fortes capacités
parasites limitent sévérement la fréquence de transistion
de noeuds intérieurs et par conséquent de la sortie.

Une autre fonction encore est remplie par R2
en combinaison avec le collecteur 30 en mode inversé.
Quand le circuit passe & 1'état de données "0", une
attaque nettement plus élevée est prévue pour Q3 afin
d'assurer une commutation rapide. Cette attague plus
élevée conduit & une charge de base excessive qui, dans
des conditions normales, ralentirait le blocage du
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transistor Q3 guand le circuit revient au troisitme état.
Mais, gquand Q3 commence & se saturer et déblogue le
collecteur 30 en mode inversé, son attague de base est
réduite de la valeur au_courant de collecteur. Grace &

un choix approprié'de la valeur de R2, il peut &tre assuré
gue Q2 est maintenu bloqué avec sécurité sans permettre

la saturation du collecteur 30 en mode inversé. Il en
résulte 1l'élimination du coﬁrant d'attague de base pro-
venant de R3 dépassant celle qui est nécessaire pour main-
tenir Q3 simplementrsaturé;'Par,conséquent, la charge
excessive de base est réduite et lertemps de commutation
de 1'état de donndes "0" au troisiime état est réduit.

7 La ligne 16 qui commande 1'état d'un certain
nombre d'étages tampon (dont 1'étage 10 en est un) est »
activée par le collecteur de'Q6"faisant'partierdu circuit
commun de commande 14. Ce circuit recoit un signal
d'entrée désigné par HBE servant a declencher le passage
au troisiéme état. .

Quand le transistor de sortie Q6 du 01rcu1t de
commande est blogué, la résistance R6 connectde & la ligne
dfalimentation positive 20 fait passer & l'état positif
le collecteur de Q6 et la ligne de éommandé. Cela entraine
que les paires de transistors de commande dans chaque
étage tampon, par exemple Q4 et QSVSOnt'débloquées'et
gue toué les étages tampons passent au troisieme état de

haute impédance.

Si Q6 est débloqﬁé, il dérive le courant
provenant de R6 et attaque au niveau la ligne commune de
commande 16. Cela abaisse le potentiel des bases de Q4,

Q5 et des paires correspondantes de transistors dans les
autres étages tampons. Ce'blocage élimine rapidement les
charges deibase‘emmagasinées de sorte que les transistots
de commande se bloguent et libérent le tanpon pour émettre
des données vers la sortie. '

Il est souhaltable de commuter rapidement Q6,
aussi bien au blocage qu ‘au déblocage. Quand Q6 est

déblogué, il est souhaitable d'attaguer fortement la
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base pour une commutation rapide. Un courant d'attaque
est fourni par la ligne positive 20, par l'intermédiaire
de R7 et R8. Quand le collecteur de Q6 passe au niveau
bas, il est souhaitable de réduire l'attague de base a
une valeur juste suffisante pour maintenir la sortie au
niveau bas. Cela réduit au minimum la charge de base em-
magasinée et permet & Q6 d'&tre blogué rapidement a la
transition de 1l'état de données au troisidme état.

La diode d'écrétage Q7 contrdle l'attaque de
Q6. Quand le colleéteur de Q6 passe a saturation, Q7 est
polarisé dans le sens direct et regoit le courant d'atta-~
gue de R7. La chute de tension aux bornes de R8 est
stablllsee comme une fraction de Q6' en fonction de VBE
par la présence de R9. Il en résulte gue la tension de
collecteur saturée de Q06 peut &tre contrdlée de fagon
4 &tre suffisamment basse pour attaquer a 1'état de
blocage les transistors de commande mais sans imposer
une pénalité substantielle de temps d'emmagasinage au
blocage ultérieur de QG.' .

L'attaque de Q6 est commandée par Q8. Quand
08 est bloqué, Q6 passe & la saturation contrdlée comme
décrit ci-dessus. Quand Q8 est déblogué, il assure
l'attaque de Q6 gui est bloqué. L'attaque au déblocage
de Q8 est limitée d'une manidre assez analogue a celle
dont Q7 commande Q6. Le rapport entre R10 et R11 est
choisi pour produire une fraction de Vg de Q8 aux bornes
de R10 gquand Q8 est déblogué. Il en résulte que la '
jonction base-émetteur Q9 est polarisée dans le sens
direct quand la tension du collecteur Q8 décroit. Cela
fait circuler 3 son tour un courant de R12 qui est la
source de courant d'attague de base depuis la ligne
positive 20 vers Q8.

La chute de tension aux bornes de R10 est
choisie de manidre que lorsque le collecteur de Q8
décroit jusqu'a une tension qui assure que Q6 soit
bloqué, Q9 soit débloqué, limitant 1'attaque de base et
égvitant la saturation complidte de QB. Cela a pour effet
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de réduire au minimum le temps d'emmagasinage de Q8 et

de réduire également la plage d'excursion de tension de

base appliquée & Q6. Grace & la réduction de cette excursion,

le temps-nécessaire pour gque Q6 soit déblogué apreés le
blocage de Q8 est réduit.

En outre, Q9 aide & établir le niveau seuil
de tension d'entrée pour l'entrée de commande & trois
états. Le rapport entre R13 et R11 est choisi de maniére
que lorsque Q8 est déblogqué, mais non attaqué de fagon
excessive, la tension en haut de R13 soit de Vg Supé-
rieure & la tension seuil voulue. Quand Q9 est polarisé
dans le sens'direct,‘prélevant un courant d'attaque exces-
sif de R12, il réduit automatiquemént-1a'tension 4 cette
valeur.- .

Quand 1a base de Q10 est au-dessus du seuil,
ce transistor est bloqué et le courant provenant de R12
attaque la base de Q8 par les résistances. Les valeurs
des résistances sont choisies-de maniére que la tension
en haut de R13 soit stabilisée par Q9,é une valeur

égale au seuil voulu plus une fois V_.. Quand la tension

appliquée & la base-de Q10 a 1'entréeB%§E est réduite

vers le seuil, Q10 est polarisérdahs le sens direct et
commence a recevoir le coq;ant de R12. Quand HBE passe
au-dessous du seuil, Q10 conduit plus gue l'excés d'attague
et l'attaque de base de Q8 est réduite. Enfin, quand HBE
passe par le niveau logique inférieur (zéro), l'attaque

de Q8 est réduite de maniére que R11 le blogque. Ensuite,

‘Q6 est déblogué et le tampon passe du troisiéme état a

1'état de données, de la maniére déja décrite.

Les transistors qui fonctionnent a saturation ou
au voisinage sont également prévus avec un recouvrement
isolant de diffusion de base, agencé'pour suivre étroi-
tement le contour de diffusion normale de base. Il
existe une étroite région épitaxiale intermédiaire de
maniére que la base NPN et le recouvrement forment respec-
tivement l'émetteur et le collecteur d'un transistor PNP
latéral dont la base est le collecteur NPN. Cela entraine
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des trous injectés dans la région épitaxiale N par un
courant de base NPN excessif dans le mode saturé. Ce
recouvrement aide a accélérer le blocage de Q4 et Q5
pour lesQuels n'est prévue aucune autre disposition
anti-saturation et apporte une certaine amélioration
dans le temps de blocage de Q3, Q6 et Q8.

Si cela est souhaité, le fonctionnement des
transistors Q4 et Q5 peut encore &tre accéléré en les
agengant avec des écréteurs de saturation sous la forme
d'un collecteur inversé supplémentaire. Un tel collecteur,
comme le collecteur 30 de Q3, pourrait &tre connecté
directement a la base du transistor respectif et utilisé
pour réduire un excés d'attaque. ' A
' Il faut noter en regard de la figure que les
collecteurs de Q1 et Q6 comportent deux contacts séparés
prévus pour améliorer les performances. Ces contacts sépa-

‘. rés permettent gque la résistance en série associée avec

le contact du collecteur réel par l'intermédiaire de la

- couche encastrée et la résistance de couche épitaxiale .

soit isolée en série avec la résistance chutrice R3, R6
respectivement. De cette maniére, une tension plus proche

- de la tension réelle au collecteur du transistor impliqué

peut &tre utilisée pour attaquer les charges respectives.
Un seul mode de réalisation a été décrit en
détail ci-dessus, mais il est bien évident que de nom-
breuses variantes et modifications peuvent y &tre
apportées sans sortir du cadre ni de l'esprit de 1'in-~

vention.
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'REVENDICATIONS

1. Tampon de sortie & trois états, & étages

- multiples destiné & coupler un composant électronique

produisant une sortie numérique~é plusieurs:bits avec .
une ligne monibus a plusieurs conducteurs'par léquelle .
circulent également des Signaux numériques provenantr
d’autres dispositifs, caractérisé en ce gue chaque étage
du tampon comporte des transistors de sortie (Q2, 03)
conneétés entre des potentiels d'alimentation supérieur

et inférieur (20,22), une ligne de sortie (24) connectée

auxdits transistors, un circuit logique de données (10)

comprenant une entrée (18) pour recevoir un bit de données
correspondant provenant dudit composant et un éiréuit de
sortie produisant des signaux de données correspondant a
1'état dudit bit de donnéés, un dispositif (Q1) couplant

lesdits signaux de données avec lesdits transistors de

sortie pour produire un bit de sortie correspondant a

ladite ligne de. sortie, une ligne de commande (16) commune
pour tous les étages du tampon et commutable dans un '
état de commande prédéterminé produisant un signal de -
commande pour établir une sortie du tampon & haute’
impédance et des transistors de commande (Q4, Q5) compre-
nant un dispositif d'entrée couplé avec ladite ligne de
commande et un dispositif de sortie connecté auxdits
transistors de sortie, lesdits transistors de commande
étant normalement blogués et isolés effectivement desdits
transistors de sortie guand ledit signal de commande est
au niveau "0" afin de permettre qué lesdits transistors de
sortie réagiésent auxdits signaux de données en corres-
pondance avec 1'état dudit bit de données du composant,
lesdits transistors de commande ayant pour fonction, en
réponse audit sigﬁal de commande, de débloguer lesdits
transistors de sortie de maniére'é surmonter lesdits signaux
de données et prodﬁiré une transition rapide a 1l'état
de sortie du tampon & haute impédance.
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2, Tampon de sortie selon la revendication 1,
caractérisé en ce que lesdits transistors de sortie
consistent en deux transistors de sortie (0Q2,Q3) connectés
en série éntre lesdits potentiels d'alimentation, ladite .
ligne de sortie (24) étant connectée au point commun
entre lesdits transistors, ledit circuit logique de
données comprenant des premidre et Seconde sorties pro-
duisént les signaux de données directs et inversés, ledit
dispositif de couplage (Q1) servant & coupler lesdits
signaux de données directs et inversds aux bases desdits
transistors de sortie respectivement pour débloguer 1'un
ou l'autre en fonction de 1l'état du bit de données, ledit
dispositif de sortie des transistors de commande (Q4,Q5)
étant connecté aux bases des deux transistors de sortie,
lesdits transistors de sortie servant, guand lesdits

transistors de commande sont blogués, & réagir de facon

complémentaire auxdits signaux de données directs et
inversés, lesdits transistors de commande ayant pour

fonction, en réponse audit-signal de commande, d'abaisser
les bases des deux transistors de sortie simultanément
de maniére a surmonter celui desdits signaux de données
qui est au niveau "1". ,

3. Tampon de sortie selon la revendication 2,
caractérisé en ce gue lesdits transistors de commande
consistent en un premier et un second transistors de com-
mande (Q4, Q5) dont les bases sont attagquées par ladite
ligne de commande commune, un premier dispositif connec-

tant le collecteur dudit premier transistor de commande

& une ligne aboutissant & la base de 1'un desdits tran-
sistors de sortie et un second dispositif connectant le
collecteur dudit second transistor de commande a une
ligne aboutissant & la base de l'autre transistor.

4. Tampon de sortie selon la revendication 3,
caractérisé en ce que ledit circuit logique de données,
comporte un transistor de données (Q1) dont la base est
connectée a une ligne de données, le collecteur dudit

transistor de données étant connecté & la base de 1'un
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desdits transistors de sortie, 1l'émetteur dudit transistor
de données étant connecté & la base de l'autre desdits
transistors de sortie. ,

5. Tampon de sortie selon la revendication 3,
caractérisé en ce qu'un premier desdits premiers transis-
tors de sortie (Q2, Q3) comporte un élément de détection
de saturation (30) qui développe la circulation d'un
courant quand ce transistor de sortie approche de la
saturation et un circuit réagissant & ladite circulation
d'un courant en réduisant l'attaque dudit premier transis-
tor de sortie pour cobtenir un fonctionnement plus rapide
lorsqu'il est ensuite bloqgué.

6. Tampon de sortie selon la revendication 5,
caractérisé en ce que ledit élément (30) est couplé avec
ledit circuit lbgique de données pour en recevoir une
partie du courant qui sert normalement & l'attaque dudit
premier transistor de sortie. y

7. Tampon de sortie selon la revendication 3,
caractérisé en ce qu'un premier desdits transistors de
sortie (02,03) est formé avec un élément de détection de
saturation (30) gui développe la circulation d'un courant
dquand ce transistor de sortie approche de la saturation
et un circuit réagissant & ladite circulation d'un
courant en réduiéant lt'attague de l'autre transistor de
sortie pour assurer gu'il soit a l'état blogué quand ledit
premier transistor de sortie est débloqué. '

8. Tampon de sortie selon la revendication 7,
caractérisé en ce gue ledit circuit comporte une résistance
(R2) connectée entre ledit circuit logique de données et
1'électrode de commande dudit autre transistor de sortie,
ladite circulation d'un courant passant par ladite résis-
tance et réduisant 1a tension de ladite électrode de _
commande de maniére a assurer que l'autre transistor de
sortie reste bloqué.

9. Tampon de sortie selon la revendication 3,
caractérisé en ce que lesdits transistors de commande (Q4,

Q5) sont prévus avec un dispositif qui accélére le
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blocage.

10. Tampon de sortie selon la revendication 9,
caractérisé en ce que ledit dispositif d'accélération
consiste en un recouvrement d'isolant a diffusion de
base. '

11. Tampon de sortie selon la revendication 9,
caractérisé en ce que ledit dispositif d'accélération
consiste en des écréteurs 3 saturation sous la forme
d'un collecteur en mode inversé. ,

12. Tampon de sortie selon la revendication 11,
caractérisé en ce que le collecteur en mode inversé est
connecté a la base du transistor respectif. '

13. Tampon de sortie selon la revendication 2,
caractérisé en ce qu'il comporte un circuit de commande
commun (14) connecté a ladite ligne de commande (16)
pour produire des signaux de commande desdits transistors
de commande (Q4,05), ledit circuit de commande comprenant
un dispositif (Q6, 07) qui développe des signaux d'atta-
gue active a la fois pour l'état déblogqué et 1'état '
blogué desdits transistors de commande afin de réduire ’7
les temps'd'emmagasinage de ces transistors et améliorer
ainsi la vitesse de commutation.

14. Tampon de sortie selon la revendication 13,
caractérisé en ce que ledit circuit de commande- (14)
comporte un transistor de signaux d'attaque (Q7) dont le
collecteur est connecté a ladite ligne de commande, une
résistance (R6) connectée entre ce collecteur et la ligne

' d'alimentation, le courant dans ladite résistance attaquant

.

lesdits transistors de commande a 1l'état débloqué guand
ledit transistor de signaux d'attaque est blogué, et ledit

. transistor de signaux d'attaque sexrvant, lorsgu'il est

débloqué, a écouler le courant par ladite résistance.
15. Tampon de sortie & trois états, a étages
multiples destiné 3 coupler un composant d'électronigue
produisant une sortie numérique a plusieurs bits, avec
une ligne omnibus a plusieurs conducteurs par lagquelle

doivent également circuler des signaux numériques provenant
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d'autres dispositifs, caractérisé en ce que chaque étage
du tampon comporte des transistors de sortie (02, Q3)
connectés entre des potentiels d'alimentation supérieur

et inférieur (20,22) une ligne de sortie (24) connectée
auxdits transistors de sortie, un circuit logique de
données (10) couplé avec lesdits transistors de sortie pour
produire un bit de sortie correspondant sur ladite ligne
de sortie, une ligne de commande {16) commﬁne & tous les
étages du tampon et produisant un signal de commande "1"
ou "0" pour établir une sortie du tampon & haute impédance
et des transistors de éommande (04, 05) qomprénant un

dispositif d'entrée couplé avec ladite ligne de commande

et un dispositif de sortie couplé avec lesdits transistors

de sortie pour bloquer lesdits transistors de sortie, un
circuit de commande commun {(14) couplé avec ladite lighe
de commande pour la faire passer entre les temps "1" et
les temps "0", ledit circuit de commande commun comprenant

un dispositif (Q6, Q7) pour développer des signaux d'atta-

que active pour les états "1" et "0" de ladite ligne de
commande. ' . 7

16. Tampon de sortie selon la revendication 15,
caractérisé en ce que lesdits de sortie consistent en
deux transistors de sortie (02, 03) connectés en série.
entre lesdits potentiels d'alimentation, ladite ligne de
sortie étant connectée au point commun entre lesdits

transistors, ledit circuit logique ‘de données comprenant

‘les premidre et seconde sorties produisant des signaux de -

b

données directs et inversds et servant & débloguer 1lfun
ou l'autre desdits transistors de sortie en fonction de
1'état dudit bit de données, lesdits transistors de
commande étant couplés avec lesdits transistors de sortie
pour les bloquer. .

17. Tampon de sortie selon la revendication 16,
caractérisé en ce que ledit circuit de commande (14)
comporte un transistor de signaux dfattague (Q7) dont

EN

les collecteur est connecté a ladite ligne de commande et
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une résistance (R6) connectée entre ce collecteur et la
ligne d'alimentation, le courant dans ladite résistance

attagquant lesdits transistors de commande & 1'état

-débloqué quand ledit transistor de signaux d'attaque est

blogué et ledit transistor de signaux d'attaque servant,
lorsqu'il est déblogué, & écouler le courant par ladite
résistance. ' 7

18. Tampon de sortie selon la revendication 17,
caractérisé en ce qu'il comporte un circuit connecté entre
la base du transistor de signaux d'attague et la ligne
d'alimentation pour appliquer une attaque substantiélle_
4 cette base et effectuer une commutation rapide a l'état
déblogué, ledit circuit comprenant un dispositif supplé-
mentaire qui, aprés que le transistor de signaux d'attaque
a été déblogué, réduit l'attaque de base, afin de réduire
au minimum la charge emmagasinée. '

19. Tampon de sortie selon la revendlcatlon 17,
caractérisé en ce que ledlt dlSpOSltlf supplementalre
consiste en un tran51stor dont la sortle est connectée
au collecteur dudit transistor de signaux d'attaque
de manidére que le collecteur préléve un courant audit
transistor supplémentaire pour réduire le courant d'atta-
gue dudit transistor de signaux d'attaque.

'20. Tampon de sortie selon la revendication 19,
caractérisé en ce que ledit transistor supplémentaire est
connecté comme une diode, une résistance de chute de
tension étant connectée entre la base dudit transistor
ou diode et 1é base dudit transistor de signaux d'attaque
et un dispositif étant connecté & ladite résistance de
chute de tension pour produire une chute de tension qui
est une fraction de la tension VBE dudit transistor de
signaux d’attague guand ce transistor est débloqué.

21. Tampon de sortie selon la revendication 16,
caractérisé en ce que ledit circuit de commande commun
(14) comporte un transistor de signaux d'attaque (Q7)
pour débloquer lesdits transistors de commande, un

transistor de commande d'attaque qui commande ledit transistor
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de signaux d‘attaQue, un circuit connecté entre la base

dudit transistor de commande d'attaque et la ligne -
d'alimentation pour fourhir_l’attaque=de cette base,r
ledit circuit comprenant un dispositif supplémentaire
qui, aprés que ledit transistor de commande d'attaque a
été débloqué, réduit 1l'attaque de base de ce transistor
de manidre & réduire au minimum la charge emmagasinée.

22. Tampon de sortie selon la revendication 21,
caracterlse en ce que ledit dlSpOSltlf supplémentalre
con51ste en un transistor supplémentaire dont la sortie
est connectée au collecteur dudit transistor de commande
d'attague. , ‘ o o

o 23. Tampon de sortie selon la revendlcatlon 22,
caracterlse en ce qu'il comporte une ré51stance de chute
de tension connectée entre la base du transistor supplé-—
mentaire et la base dudit transistor de commande d'attaque -
pour produire une chute de tension qui est une fraction
de la tension VBE dudit transistor de commande d'attaque.

24, Tampon de sortie selon la revendication 22,
caractérisé en ce qu'il comporte ﬁnénrésiétance'de chute
de tension connectée entre le collecteur et la base dudit
transistor supplémentaire, un transistor 3 seuil dont

kN

1'émetteur est connectérai1adite_résistance'de chute de
tension et dont la base est connectée & une borne d'entrée
dudit circuit de commande commun,rladite'résistance de
chute de tension servant, gquand ledit transistor de
commande dfattaque est débloqué, a pofariser ledit émetteur
& une valeur prédéterminée de la tension seuil voulu dudit
transistor i seuil. S : o

25. Tampon de sortie selon la revendication 22,
caractérisé en ce que ladite polarisation d'émetteur
est réglée a une wvaleur VﬁE supérieureré la tension seuil

voulue.
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